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電位(Vt)を変化させた際、この寄生容量(Cs : ~100 pF)にトンネル電流(It : ~pA)より大きな変位電流(Is : 
~nA)が流れ、プリアンプではトンネル電流に加え変位電流も検出され誤差を生じてしまう（図 3.(a））。 










保たれ、もう一端は探針電位の A倍(A=1.1~2)が印加される。この結果、Ccに変位電流 Icが流れる。 
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Is , Icはどちらも dVt/dtに比例するため、原理的には Cc及び Aを適切に選ぶことで、Is + Ic = 0に
することができる。すなわち、Cc に流れる変位電流 Icにより Cs に流れる変位電流 Isを相殺できる。






生容量 Csは CRローパスフィルタを構成するため、例えば 1 GΩ程度のトンネル抵抗を介して 100 pF















































 まず、容量補償を行った STS測定結果を図 7
に示す。これは探針バイアスを階段状にステッ
プ変化して測定した Au 表面の I-V 特性である







 次に電位測定の例を示す。 図 8は、容量補償及びシールドドライブの効果を比較するため、Au(111)
表面に、トンネル抵抗が 1 Gになるようにフィードバックした後、フィードバックを切り、探針位置
を固定してから電位測定モードに切り替え、試料バイアス（黒線）を階段状に 0.1 秒毎に 500 mVずつ
変化させた時の探針電位を示している。赤線は容量補償が無い時で、寄生容量(160 pF)とトンネル抵抗
(1 G)で時定数 0.2 sで試料バイアスの変化には追従できていない。これに対して、シールドドライブ
を行ったのが青線で、時定数 3 msで試料電位を検出できている。さらに容量補償を行ったのが緑線で
時定数 150 sで測定できており、0.1 pFと見積もられる。大きなトンネル抵抗を介しているにも関わ
らず、また回路が不安定になることもなく、非常に高速かつ精度よく測定できることが確認できた。 
 






































図 10．ペンタセン上の Au電極 
0.1mm 
1mm 












時は SEMで観察しないためチャージアップはしない）。STM像は 200 nm × 200 nmであり、数十 nm
の Au粒子が集まっているのが確認できる。試料電流が 890 A、電極幅は 0.1 mmであるから電極間距























の形状像と電位分布の関係を調べるため、計測範囲を 2 m×2 mに広げ、グリッド測定を行った
（図 13）。試料電流は左側から右側へ、±5 mA, 16 Hzの交流電流を電位測定時にだけ流している。
前述のマクロの測定結果の 1 mAに対して 1 mm あたり 20 mVの電位降下から単純に計算して、




40 V/mだが、上部と下部はそれぞれ 700 V/mと 400 V/mと急峻であった。つまりナノスケールの
  
   
図 12．(a)試料電流変調によるグリッド測定  (b)グリッド点の電位と測定時間 






















          













にゲート電圧-40V で試料電流が 10mA になるように
Tip2 のバイアスをフィードバックし、電位測定時には

















 多探針を用いた電気伝導測定に必要な STS測定及び STP時に悪影響を及ぼしていた寄生容量を容量
補償回路によって大幅に低減することに成功し、STS測定及び STPが高精度かつ高速に行えるように
なった。また、STM像と同時に STSと STPを取得可能なグリッド測定手法を確立し、実際に試料に










図 14．(a) 4探針配置 (b)Tip2による試料
電流 (c)Tip3-4間の電気伝導度 
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